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Die f olgenden Angaben *fnd den vom Anmelder ef ngereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gesteltt 

@ Anordnung mit Transistor-f unktion 

(§7) Bei einer Anordnung mit Transistor-Funktion, insbe- 
sondere einem Bauelement, mrt einer Gate-El ektrode, et- 
nem Gate-Dielektrikum, einer Source- uhd einer Drain- 
El ektrode sowie einer Schicht a us wenigstens einer la- 
dungstransportierenden organischen Substanz ist die la- 
dungstransportierende organische Substanz eJektroche- . 
misch wenigstens zweimai anodisch reversibeJ oxidier- 
bar oder wenigstens zweimai kathocCsch reversibel redu- 
zierbar und mindestens in einem Ldsemrttet losttch und 
weist ein Molekulargewicht bis zu 2000 g/mol auf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cine Anordnung, insbesondere ein 
Bauelement, rait Transistor-Funktion, die cine Gate-Bek- 
trode, cin Gate-Didektrikum, ewe Source- und eine Drain* 5 
Elektrodc sowie eine Schicfat aus wenigstens einer ladungs- 
tianspo rti eieudcn organischen Substanz anfweist. 

Baudemente mit Transistor-Funktion sind in vielfalugen 
AusfQhnmgsformcn bekannt. Eine dieser Ausfimrungsfor- 
men stellt dcr Typ des Feld-Effekt-Tnirisistors (FET) dar. In 10 
der Technologic dcr Akliv-Matrix-Hu^gkristall-Anzeigen 
("Active Matrix Liquid Crystal Displays" AM- LCDs) hat 
dabei eine Ausfuhrungsfonn erbebbche Bedeutung eriangt, 
die im allgcmeincn als Diinnfilmtransistor ("Thin Film 
Transistor" s TFT) bezeichnet wird. 15 

Als aktives Halbleitermatcrial dient bei Dunnfiimtransi- 
storen ublicherweise Silizium in einer seiner Erscheinungs- 
formen, beispielsweise amorphes Silizium bei AM-LCDs; 
es kann beispielsweise aber aucb GaUiumarsenid verwendet 
werden. Die HersteUung derartiger Transistorcn ist jedoch 20 
vergleicbsweise aufwendig und teuer. AuBerdem schranken 
bei der Hcrstellung auftrctendc hohe ProzeBlcmperaturen 
die moglichen Bnsatzbereicbe cin. Die \ferwendung von 
ftcxiblen Foliensubstratcn wurde zwar prinzipiell die Hcr- 
stellung fiexibler Display-Folien eiiauben, geeignete Folien 25 
weisen bislang allerdings nicht die erforderlicbe Tempera- 
turstabilitat auf. 

Bckannt sind auch DunnnUmtransistoren, bei denen orga- 
niscbe Materialien als aktives Halbleitermatcrial eingesetzt 
werden. Diese Transistoren werden ublicherweise als "Or- 30 
ganischc Transistoren" (OTs) bezeichncL Da ihre Funkti- 
onsweise Analogien zur Funkdon von konventionellen 
Feld-Effekt-Transistoren (FEIs) aus Silizium aufweist, fin- 
det sicb dafur haufig aucb der BegrifT "Organische Feld-Ef- 
fekt-Transistoren" (OFEls). 35 

Ferner sind OTs bckannt, bet denen nicht nur der aktive 
Halblcitcr aus cinem organischen bzw. polymeren Material 
besteht, sondern aucb die weitercn zur Funktion notwendi- . 
gen Komponenten, wie Bektroden und Dielektrikum, ganz 
oder teilweise aus organischen bzw. polymeren Materialien 40 
aufgebaut sind. Besteht ein Bauelement mit Transistor- 
Funktion vollstandig aus organischen Materialien, so wird 
es als "All-Organic Thin Film Transistor" bezeichncL 

Organiscbe Transistoren konnen auf flexiblen Substraien • 
(Kunststoff-Folien) hergcsteUt werden. Damit reahsierbare 45 
flexible elektronische Schaltnngen konnen in vielfalugen 
Anwendungsformen zum Bnsatz gelangen, wie Chipkancn 
bzw. Smart Cards, Transponder und flexible Displays. Orga- 
niscbe Transistoren weisen dariiber fainaus weilere Vbrteile 
auf, und zwar in bezug auf die Herstellungskosten: Da ihre 50 
Hcrstellung mit einfachster Prozefitechnik (Flussigphasen- 
prozesse, wie Aurschleudem und Drucktechniken) unter 
Umgehung aufwendiger Vakuum-Depositions verf ahren 
moglich ist, ist eine deutHche Kostenreduziening insbeson- 
dere bei der HersteUung cinfacber und einfacbster etektroni- 55 
scher Schaltungen geringer Komplexital erreichbar. 

Je nachdern, ob im Halblciter bevorzugt positive Ladun- 
gen ("Lochcr) oder negative Ladungen ("Elektronen") trans- - 
portiert werden, liegen p-Kanal-Transistoren bzw. n-Kanai- 
Transisioren vor. Beide Ausruhrungsforrncn (p-TVp und n- 60 
Typ) gibt es sowohl bei konvenuonellen Feld-ErTekt-Transi- 
sioren aus Silizium oder GaUiumarsenid als auch bei organi- 
schen Transistoren. 

Es ist bekannt. dafi organische Funktionsschichten. insbe- 
sondere die organischen Halblciter, durch unterschiedliche 65 
Deposiiionsverfahren aufgebrachl werden konnen. Fur or- 
ganische bzw. poiymere Materialien, die nur Goer eine sehr 
geringe oder kcine Loslichkeit in cinem geeigncten Lose- 
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mitte! vcrfQgen, wird bevorzugt das Verf ahren des thernri- 
scben Vcrdampfens im Hcchvakuum angewandt Der Pro- 
zeB des thermischen Aufdampfens ist jedoch verglcichs- 
weise aufwendig und kostemntensiv. 

VVesentlich einfacber und kostengunstiger ist das Auf- 
bringen durch bekannte Fhlssigphasenprozesse, wie Auf- 
schleudcrn von geeigncten Losungen oder Drucktechniken. 
Vferaussetzung fur Russigphasenprozesse ist eine ausrei- 
chende Loslichkeit der oi ga n wchr n Halblatermaterialien in 
geeigncten Losemitteln. Die zugrundehegenden Fertigungs- 
verfahren sind in diesem Fall besonders einfach und damit 
kostengunstig. 

Gegen eine kommerzielle Nutzung von organischen 
Dumfilmtransistoren spricht bisher die Tatsache, dafi die 
Bauelcmente noch nicht uber eine fur den praktiscben Ein- 
satz ausreichende Stabihtat verfiJgen; diese Tatsache ist dero 
Fachmann bekannt (siebe dazu beispielsweise: "Applied 
Physics Letters", VoL 71 (1997), Seiten 3871 bis 3873). 

Fur organiscbe Transistoren sind folgcnde Herstellungs- 
verfahren bekannt, die insbesondere das Aufbringen der ak- 
tive n organischen bzw. polymeren Halbleiterschicht betref- 
fen: 

- Vakuumdeposition 

In organischen Transistoren werden haufig organische 
Halbleitermaterialien in Form funkdoneller Molekule 
verwendet, die in geeigseten Losemitteln nicht lostich 
sind und deshalb nur durch VJcmirndeposiuon, d. h. 
Verdampfen im Hocbvakuum, beispielsweise durch 
thermiscbes Verdampfcn oder durch "Pulsed Laser De- 
position", aufgebrachl werden konnen (siebe dazu bei- 
spielsweise: EP-OS 0 825 657; "IEEE Electron Device 
Letters", VoL 18 (1997), Seiten 606 bis 608; "Applied 
Physics Letters", \bL 69 (1996), Seiten 3066 bis 3068). 
Diese Herstellungsverfabren sind aber - aus Grunden 
der Prozefisicheiheit sowie der Prozefikontrolle und 
vorrangig aus Kc«tengrunden- fur etne Grofiserienfer- 
ugung wenig geeignet 

- Aufbringen aus flussiger Phase mit anschliefiender 
chemischer Konversion 

Organische Substanzen, auch Poiymere, konnen aus 
flussiger Phase durch bekannte Verfahren aufgebracht 
werden (Aufschleudern, Druckverfahren). ffierbci han- 
delt es sicb aber urn Materialmen, die in loslicher Form 
noch keine geeigncten Haftleitereigenschaften aufwei- 
sen. Die entsprechenden Materialien mit den gef order- 
ten Halbleitereigcnschaften dagegen sind in geeigncten 
Losemitteln unldsuch. Diesem Problem wird in der 
Weisc begegnet, dafi die losBcben nicht-halbleitenden 
Substanzen durch einen chemiscben Konversionspro- 
zefi in unldsfiche Haibkiter utegefimrt werden (siehe 
dazu beispielsweise: "Science", VoL 270 (1995),' Seiten 
972 bis 974). Nachteilig ist hier aber, dafi entweder agr 
gressivc und umwdiscnadliche Prozefigase, wie Chlor- 
wasserstoff (HQ), verwendet werden nrossen oder dafi 
beim Konvcrsionsprozefi toxiscbe Reaktionsprodukle 
(Eliminierungsproduktc) gebildet werden. 

- Aufbringen aus flussiger Phase ohne chemische 
Konversion 

Insbesondere halbleitende Poiymere kdnncn zwar aus 
Losungen, d. h. durch Russigpbasenprozesse, wie Auf- 
schleudern, verarbeitet werden, allerdings sind die er- 
zielbaren Transistoreigenschaften fur praktische An- 
wendungen nicht ausreichend, Der Grund Hegl darin, 
dafi mit halbleitendeo KunststorTen bislang keine ho- 
hen molekularen Ordnungsgrade crzielt werden kon- 
nen. Hohe molekulare Ordnungsgrade sind aber fur die 
Transislor-CharakterisUk besonders vortcdlhaft (siehe 
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dazn beispielsweise: "Journal of Applied Physics", NfoL 
75 (1 994), Sciten 7954 bis 7957). 

Aufgabc dor Erfindung ist es, cine Anordnung (mitTran- 
sistor-Funktion) dcr eingangs genannien Art mit wenigslens 
einer ladungstransportiereDden organischen Substanz, d. h. 
einem organischen Halbleiter, anzugeben, die kostengunstig 
hergestellt werden kann und gute Transisloreigenschaften, 
insbesondere eine bohe Stabilitat, besitzt. 

Dies wild crfindongsgemaB dadurch erreicht, daB die la- 
dungstransportierende organische Substanz detaroche- 
roiscb wenigslens zweimal anodiscb reversibel oxkfierbar 
oder wenigslens zweimal kathocfisch reversibel reduzierbar 
ist, mindestens in einem L6seimnd16sHch isl und rin Mole- 
kulargewicbt bis zu 2000 g/mol aufweist 

Eine organische Substanz der vorstehend genannien Art, 
die zum Transport elektrischer Ladungen (Lecher oder 
Eieklroncn) fahig ist, d. h. em orgarrischer Halbhsitei; der p- 
leitend oder n-leitend ist, besitztvein beslimmles Eigen- 
schaftsprofik 



- Die Substanz weist eine ausreichende Redoxstabiti- 
tat auf: Zum Transport postfiver Ladungen (Locher), 
d. h. im Falle eines p-Kanal-Transistors, muB die Sub- 
stanz wenigstens zweimal anodisch reversibel oxidier- 25 
bar sein. Dies bedeutet, daB im Cyclovoltammograrnm, 
aufgenommen bei Raumtemperatur in einem inerten 
Losemittel, wenigstens zwei cbemisch reversible Oxi- 
dationswellen auftreten. Zum Transport neganver La- 
dungen (Eiektronen), d.h. im Falle eines n-Kanal- 30 
Transistors, muB die Substanz wenigstens zweimal ka- 
thodiscb reversibel reduzierbar sein. Dies bedeutet, daB 
im Cyclovoltammograrnm, aufgenommen bei Raurn- 
temperatur in einem inerten Losemittel, wenigstens 
zwei chemisch reversible ReduktionsweUen auftreten. 35 

- Die Substanz weist mindestens in einem Losemittel 
eine ausreichende Loslichkeit auf und eignet sich damit 
fiir eine Husagphasenprozessierung. 

- Die Substanz besitzt ein Molekulargewicht von 
hochstens 2000gAnot Gute Transistoreigenschaften 40 
werden dann erreicht, wenn der organische Halbleiter 
cinen hohen molekularen Ordnungsgrad besitzL Dies 

ist bei funktioneUen Substanzen der Fall, deren GroBe 
bzw. Molekulargewicht den genannten Wert nicht 
ubersteigt 



KT 4 cxn^/ys betrigt Diese Anordnung weist eine Schicht 
aus wenigstens einem organischen Halbleiter auf. Die Dicke 
dieser Schicht betrigt vorteUhaft zwTschen5nmund lOflm, 
vorzugsweise zwiscben 10 und 100 nm> 
5 Der organische Halbleiter ist vorteilhaft ein arornatischer 
Kohlenwasserstoff, eine beteroaromatische Verbindung 
oder eine Polyen-Verbindnng, wobei diese Substanzen je- 
weils wenigstens einen lo^crjkeitsvermittelixien Substitu- 
enten aufweisen. \forzugsweise ist der organische Halbleiter 
10 ein Deri vat einer der folgenden Ycrbindungen: Benzol, 
Naphtbaliu, Naphthacen, Pentacen, BipnenyU Terphenyl. 
Quaterpbenyl, Quinquepbenyl, Sexiphenyl Triphenylen, 
Chrysen, Pyren, Naphthalocyanin, Porphyrin, Perylen, 
Phenanthren, Truxen, Fluoren und Thiopben oder eine ent- 
15 sprechende aromatische Verbindnng, in welcher ein oder 
mcbrere Ringkohlcnstoffalome durch SauerstofT, Stickstoff 
. oder Schwefel ersem sind. Gcgebenenfails konnen eine 
oder mehrere Doppelbindungen hydriert sein. 
Der loslkhkeitsvenmttelride Substituent kann einer der 
20 folgenden Resle sein: C r bis Cir Alkyl C r bis Ci r Alke- 
nyl, C r bis CrCycloalkyl, Cr bis CVAralkyl und C 6 - bis 
CVAryL Diese Reste konnen zusatzlich eine Alkoxy-, Car- 
bonyK Alkoxycarbonyl-, Cyano-. Halogen- oder Amino- 
gruppe tragen, wobei die Alkoxygruppen 1 bis 18 C-Aioroe 
aufweisen konnen. 

Fur die Anordnung mit Transistor-Funktion nach der Er- 
findung besteben insbesondere folgende Anwendungsmog- 
lichkeiten: 
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Es wurde namlich Qberraschenderweise gefunden, daB 
die Redoxstabilitlt der ladimgstranspcrrtierenden organi- 
schen Substanz ein wesentliches Kriterium fur die Stabilitat 
der Anordnung mit Transistor-Funktion darstellt Dieses 50 
Stabilitatskriterium war bislang aber nicht bekannt (vgl. 
dazu: "Synthetic Metals", Vol. 87 (1997). Seiten 53 bis 59). 
Vorzugsweise zeigt die ladungstransportierende organische 
Substanz im Cyclovoltammograrnm mindestens wahrend 
zehn zeitlich aufcinanderfolgender Oxidations- bzw. Reduk- 55 
lionszyklen ein reversibles Verbal ten. 

Die Anordnung (mit Transistor-Funkuon) nach der Erfin- 
dung wird auch als organischer Transistor bezeichnet Dar- 
unter wird ein Transistor verstanden, in dem das aktive 
Halbleitermaterial aus einer organischen Substanz bestehL 
Die anderen Bestandteile, wie Bektroden und Dielektrikum, 
konnen sowohl aus organischen bzw. polymeren StofTen als 
auch aus anorganischen StofTen bestehen. Der organische 
Transistor nach der Erfindung umfafil dabei alle Anordnun- 
gen in Hybridtechnik mit organisch-anorganischen Kombi- 65 
nationen. 

Die Anordnung nach der Erfindung zdchnel sich dadurch 
aus, daB die FeldefTekt-Beweglichkeil mindestens 1 • 
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- Bektromsche Schaltkreise 

Diese Schaltkreise konnen gcgebenenfails logische 
Funkrionen (logisches UND, logiscbes ODER usw.J 
ausranren. GegebenenfaDs konnen auch weitere elek- 
tromsche Bauelemente vorhanden sein, beispielsweise 
Dioden, Transistoren aus Silizium oder Galliumarsenid 
sowie passive Bauelemente, wie Spulen, Widcrstande 
und Koodensatoren. Hxerin entbalten sind auch alle 
Anordnungen, die Transistoren verschiedener Polaritat 
(n-TVp, p-TVp) enmalten. Gegebenenfalls konnen die 
verschiedenen Polaritaten mit unterschiedTicben Tran- 
sistor- Anordnungen realisiert werden, beispielsweise 
ein n-TVp auf Siliziumbasis und ein p-TVp entspre- 
chend der Erfindung. Anorganisch-organisch hybride 
Schaltkreise sind an sich bekannt (siebe dazu beispiels- 
weise: US-PS 5 625 199; "Applied Physics Utters", 
Vol. 69 (1996), Seiten 4227 bis 4229). 

- Chipkarten bzw. Smart Cards 

_ Transponder bzw. ID Tags, d. h. Vorrichtungen zur 
dektrorrischen Idendfizierung von Gegenstanden oder 
Lebewesen (Iiere, Pflanzen). 

* * 

Anhand von AusfBhrungsbeispielen und einer Figur soli 
die Erfindung noch naher ertautert werden. 

In der Figur ist schematisch im Schrritt eine Ausfuhrungs- 
form der Anordnung nach der Erfindung dargestellt, d. h. ein 
DQnnfilmtransistcc Auf einem Substrat 10 ist eine Gate- 
Elektrode 11 angeordnet. Als Substrat konnen sowohl starre 
Trager. wie Silizium-Wafer, als auch flexible Trager, wie 
Kunststoff-FoBen, eingesetzt werden, auBerdem kann das 
Substrat transparent sein (Glas, durchsichtige Kunststoff- 
Folie). Die GaterElektrode kann beispielsweise aus einem 
Melall, wie Gold, oder aus einem leitfahigen Kua^tsiofT, wie 
Pblyanilin, bestehen. 

Die Gaie-Elektrode 11 ist von einem Gate-Dielektrikum 
12 umgeben. Als Gate-Dielektrikum konnen sowohl anor- 
ganische ak auch organische bzw. poly mere Materialien 
Verwendung finden. So kann beispielsweise ein anorgani- 
scher Isolator, wie Siliziumdioxid oder Sihzaumnitrid, oder 
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ein isoberender Kunststoff , wic Pory(4-vmylphenol) ? einge- 
sctzt werden. 

Auf dem Gate-Dielektrikum 12 tst cine Scurce-Elektrode 
13 und cine Drain- Hektrode 14 angeordnet FurdieseBek- 
troden konnen - ebenso wic bd der Gate-Elektrode - so- 5 
wohl anorganische Maierialien, beispielsweise Metalle, wic 
Gold, als auch organische bzw. polymere Mat t ri atie n , bei- 
spielsweise leitfahige Polymere, wic Pdyaoilin, Verwen- 
dung finden. Die Bekrroden, cinschlicfiHch der Gate-Elek- 
trode, konnen aucfa iro Mehrsdricfatvcrfahren aufgebaut sod 10 
und mchrcrc verschiedene Kompoocntcn nmfossen Es ist 
anch mdglich, fur die dnzelnen Hektroden unterschiedhchc 
Materialieu zu verwenden. 

Zwischcn der Source-Hektrode 13 und der Drain-Hck- 
trodc 14 ist cine Schicht 15 aus oner ladimgstranspotticrcn- 
den organischen Substanz, dL h. einem organischen Halblei- 
ter, angeordneL Dicse Schicht kann one oder mehrere der 
vorstchend naber beschriebenen Verbindungen aufweisen. 
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Beispiel 1 
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Die Obcrflache cines Silizium-Wcrs wird thermisch 
oxidiert, so daB cine Oxidschicbt mil einer Dicke von 
400 nm cntsteht; der Silizium- Wafer fungiert als Gate-Hek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Didekmkum. Auf 25 
den vorgewarmten Wafer wird cine Losung von 4,4""- 
Bis(n-octyl)-quinqucphenyl aufgebracht (0,5%ige Losung 
in hciBcm Chlorbcnzol). Nach dem Abtrocknen des Lose- 
mittels werden durch cine Schatteomaskc zueinander paral- 
lele Gold-Elektroden auf gcdampft (Lange der Gold-Elck- 30 
troden; 1 mm; Abstand der Gold-Hektroden voncinanden 
20 pm; Druck wahrend der Bektrodendepoation: 1 * 
1(T 5 mbar, Aufdampfrate: 0,5 bis 1 took; Dicke der Gold- 
elektroden: ca. 200 ran). 

Nach dem Aufbringen der GoloVEkktroden wild die 35 
TVansisior- Anordnung mil einem Spitzen-MeBpiatz kontak- 
tiert (Gold-Bektroden als Source- bzw. Drain-Hektroden, 
Silizium als Gate-Bektrode). Bci Anlegen einer Gate-Span- 
nung von -90 V zeigt das hergestellte Bauelement die Funk- 
don eines Fcld-Effekl-Transistors. Die Feldefiekt-Beweg- 40 
lichkeit betragt etwa 1 • lO^cnAVs. 

Beispiel 2 

Die Obcrflache eines Silizium- Wafers wird thermisch 45 
oxidiert, so dafi cine Oxidschicht mil einer Dicke von 
400 nm cntsteht; der Silizium-Wafer fungiert als Gate-Bek- 
trode, und die Oxidschicht ist das Gate-Dielektrikum. Auf 
die Siliziurndioxid-Schicht werden durch cine Schatten- 
maske zueinander parallele Gold-Hektroden auf gcdampft 50 
(Lange der Gold-Hektroden: 1 mm; Abstand der Gold- 
Elektroden voncinanden 20 pin; Druck wahrend der Elek- 
trodendeposirion: 1 - 10~ 3 mbar, Aufdampfrate: 0,5 bis 
1 nm/s; Dicke der Goldelektroden: ca: 200 nm). Auf den 
vorgewarmten Wafer wird cine Losung von 4,4'""-Bis(n-oc- 55 
tyl)-quinquephenyl aufgebracht (0\25%ige Losung in bci- 
Bem Chlorbenzol). 

Nach dem Abtrocknen des Losemtttels wird die Transt- 
stor-Anordnung mil einem Spitzen-MeBplatt kontaktiert 
(Gold-Hektroden als Source- bzw. Drain-Ekktroden, Sili- 60 
zium als Gate-Bektrode). Bci Anlegen einer Gate-Span- 
nung von -90 V.zeigt das hergestellte Bauelement die Funk- 
Lion eines Feld-EfTeki-Transistors. Die Feldeffekt-Beweg- 
Ucbkeit betragt etwa I • lO^cnrWs. 



Bauelement, mil einer Gate-Elektrode (11), einein 
Gate-Didetarikum (12), einer Source- und einer Drain- 
Bektrode(13, 14) sowic einer Schicht (15) aus wenig- 
stens einer ladungstransporderenden crgamschen Sub- 
stanz, dadurch gekennzridmet, dafi die bdungstrans- 
ponierende organische Substanz elektrochemisch we- 
nigstens zweimal anodisch reversibel oxidierbar oder 
wenigstens zweimal kathodisch reversibel reduzierbar 
ist, niindestens in einem Losemittel Idshch ist und em 
Moickulargcwicat bis zu 2000 g/mol aufweisL 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Schicht (15) aus der ladungstransporderen- 
den organischen Substanz erne Dicke zwischcn 5 nm 
and 10 um aufweist, vorzugsweise zwischcn 10 und 
100 nm. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die ladimgstransporticrcnde organi- 
sche Substanz ein aromatischer Kohlenwasscrstoff, 
cine beteroaromarische Vcrbindung oder cine Polyen- 
Vcrbindung mil wenigstens einem losfichkcitsvcrmit- 
telnden Substitucnten isL 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die ladungstransportierende organische Sub- 
stanz ein Deri vat einer der folgenden Vcrbindungcn ist: 
Benzol, Naphthalan, Naphthacen, Pentacen, Biphenyl, 
Terphenyl, Quaterphenyi, Quinquepbenyl, Sexiphenyl, 
Tripheuylen, Chrysen, Pyren, Naphthalocyanin, Por- 
phyrin, Perylen, Truxen, Ruoren und Thiophcn oder 
cine entsprechende aromatische \ferbindung, in wcl- 
cber ein oder mehrere Ringkohlenstoffatome durch 
Sauerstoff, Stickstoff oder Schwcfel ersctzt sind. 

5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Lo^chkeitsvenmttelnde Substi- 
tuent eiher.der folgenden Reste tst C r bis dr Aikyi 
C r bis Cir AlkenyU C r bis CrCycloalkylv Cr bis 
Qr Aralkyl und (V bis Qo-AryL 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekermzeich- 
net, dafi die Reste cine Alkoxy-, CarbonyK Alkoxycar- 
bonyl-, CyanOf, Halogen- oder Aminogruppe tragen, 
wobei die Alkoxygruppen 1 bis 18 C-Atome aufwei- 
sen. 

7. Elektronischer Schaltkreis, enthaltend wenigstens 
cine Anordnung nach einem oder mehreren der An?-' 
spruche 1 bis 6. 

8. Chipkarte, enthaltend wenigstens cine Anordnung 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6. 

9. Transponder; enthaltend wenigstens cine Anord- 
nung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6. 



Hicrzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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Patcntanspruche 



1. Anordnung mil Transistor-Funktion, insbesondere 



» 

t- 

.... 




ZEICHNUNGEN S0TE 1 



Nummen 
Int a 7 : 

Offeniegungstag: 



DE19937262A1 
H 01 L 29/76 
1. Man 2001 




002 069/360 



